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Mikrofalowa dioda tunclowa oraz sposob jej wytwarzania
Patent trwa od dnia 17 listopada 1962 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwa-

rzania mikrofalowej diody tunelowej oraz Fi;.on: A
strukcja diody wykonanej tym sposobem. Spo- .

s6b wg wynalazku pozwala ma zmacznie pro-

stsze niz dotychczas stosowane postepowanie ‘
przy wykonywaniu zlacza p-n i jego doprowa- .

dzeh w mikrofalowej diodzie tunelowej oraz
umozliwia dokladniejszg kontrole wielkoSci po-
wierzchni zlacza p-n i zwigzanych z tym para-
metréw diody.

Powyzsze efekty uzyskano przez wyeliminb-
wanie ogélnie dotychczas stosowanego procesu
wtapiania matych (100—60 p) kulek wykona-
nych z materialu domieszkowego w plaskie
plytki pélprzewiodnikowe i zastgpienie go przez
*) Wiasciciel

patentu os$wiadezyl, ze twoércq

Bohdan Mroziewicz.

wtapianie pélprzewodnikowego ostrza w plasks
powierzchnje¢ metalowej tasiemki pokrytej sto-
pem domieszkowym. Tasiemka ta shuzy nastep-
nie jako jeédno z doprowadzeh diody, przez co
eliminuje'%ie zmudny i trudny, jednak nie-
zquny w dotychczasowych konstrukCJa-ch pro-
ces lutowania doprowadzenia do kulki., Dioda
wedl'ug wj;&ialazku jest przedstawiona w plze

~kmoju poprzecznym na zalgczonym rysunku.
Sklada sie¢ ona z pélprzewodnikowej piytki a z
wykonanym mna jej powierzchi ostrzem es me-
talowej tasiemki b pokrytej stopem domieszko-
wym i stanowigcej jedno z doprowadzen diody
oraz z obudowy ‘zewnetnnej d skladajacej sie
z dwu metalowych plytek polgczonych cera-
micznym pierScieniem. Zlgcze p-n powstaje
W miejscu zaznaczonym literg c.



Zastrzezenia patentowe

,1. Mikrofalowa dioda tunelowa znamienna tym,
ze zawiera plytke péiprzewodnikowsg (a), na
ktérej wykonane jest ostrze (e) oraz meta-
lows tasiemke (b), ktéra stanowi jedno z do-
prowadzen. '

2. Sposob wytwarzania mikrofalowej diody tu- .
nelowej znamienny tym, Ze zlgcze p-n wy-

twarza sie przez wtopienie poéiprzewodniko-
wego ostrza (e) w powierzchnig stopu do-
mieszkowego pokrywajacego metalowg %a-
siemke (b).
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